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[背景及び目的] 

シリコン酸化膜の低温成長に向けて、室温純水を電解液とした Si陽極酸化について研究を行ってき

た。しかし、得られた酸化膜の電気的特性は熱酸化膜に比べ劣ることが確認され[1]、この原因として

膜中への水分混入が考えられる。そこで本研究では、膜中への水分混入量の抑制を目的に、高圧水蒸

気中陽極酸化について検討を行い、各種特性について評価した。 

[実験方法] 

純水を導入した圧力容器の温度を上昇させ、容器内を高圧水蒸気雰囲気とした容器内部で、対向さ

せた Si基板(陽極)と Pt基板(陰極)間に電圧を印加することにより、容器内圧力 1[MPa]、印加電圧 900[V]、

総電荷量 300[mC]、基板温度 200[℃]、基板間距離 1[mm]の条件で陽極酸化を行った。なお、電気的特

性は、Alをゲート電極とした MOS構造を作製することに

より測定した。また、各種特性は、室温純水中で成膜した

陽極酸化膜、および熱酸化膜と比較した。 

[結果及び考察] 

Fig１に各酸化膜を有するMOS構造のリーク電流特性を

示す。高圧水蒸気中で作製した陽極酸化膜のリーク電流は

純水中と比べ 1～2 桁程低減可能であり、絶縁耐圧も

10[MV/cm]程度に改善できることが分かった。Fig2に各酸

化膜の FT-IR吸収スペクトルを示す。Si-O-Si結合に由来[2]

した最大吸収ピークの波数は、膜中欠陥密度に関係してお

り[3]、結果より，純水中に比べ高圧水蒸気中で成膜するこ

とにより膜中欠陥密度の低減が可能であることが示唆さ

れる。また、波数 930[cm-1]付近のピーク強度より、高圧水

蒸気中での成膜により膜中の水分含有量も低減可能であ

ることを確認した。 
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Fig1. Leakage current of MOS structure 

with each oxidized film 

Fig2. FT-IR Absorbance spectrum of 

each oxide film 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)13a-A24-2 

© 2015年 応用物理学会 12-314

mailto:csda14013@g.nihon-u.ac.jp

